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1111 鉄系超伝導体において、超伝導を発現のためには、フッ素や水素、酸素欠陥を導入してキャリアをドープ

する必要がある。特にフッ素ドープに関しては、水素ドープのように、オーバードープ領域が見られておらず、

ドープ量に応じて、Tc は上昇している。しかし、十分にフッ素がドープされた試料を単相で合成する事は非常に

難しく、現在でもその固溶限界については議論が続いている。我々のグループでは、バルク試料を、1000℃以下

の低温で焼成し、徐冷を行う事で、20%という非常に高い領域までフッ素を導入する事に成功し、現在得られてい

る鉄系超伝導体の最高 Tc (58 K)を実現した[1]。一方、単結晶試料においては、依然 52K程度の超伝導転移温度し

か得られておらず、この転移温度はフッ素濃度にして、およそ 10%程度であり、多結晶試料で実現しているフッ

素濃度のおよそ半分程度である[2]。 

我々のグループでは石英管と反応性が低い CsClをフラックスとして採用し、封管する事でフッ素を完全に密封

し、高いフッ素濃度を有する単結晶の合成を試みた。この方法で得られた単結晶は、これまでに報告されていた

単結晶に比べて、非常にフッ素が導入されやすく、現在得られている単結晶としては最高の転移温度(57.5 K)を示

す試料の合成に成功した[3](Fig.1)。また、残留抵抗比 RRR(R(300K)/R(Tc))の値はこれまでに得られていた単結晶

と比較しても非常に高い値を示している。 

鉄系超伝導体 1111系の本質的な超伝導特性を調べる上で、こ

のように高いフッ素濃度かつ良質な単結晶を用いる事は必要不

可欠であり、本研究では Focused Ion Beam (ＦＩＢ)を用いてデ

バイスを作製し、高フッ素濃度領域における異方性や磁場中特

性などの基礎物性について議論する。 
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